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摘要(译)

一个目的是减少包括在液晶显示装置中的信号线的寄生电容。包括氧化
物半导体层的晶体管用作设置在每个像素中的晶体管。注意，氧化物半
导体层是氧化物半导体层，其通过彻底去除成为电子供应者（供体）的
杂质（氢，水等）而被高度纯化。因此，当晶体管截止时，可以减少漏
电流量（截止电流）。因此，可以在不在每个像素中设置电容器的情况
下保持施加到液晶元件的电压。另外，可以省去延伸到液晶显示装置的
像素部分的电容器布线。因此，可以消除信号线和电容器布线彼此交叉
的区域中的寄生电容。
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